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【57】申請專利範圍
1.　一種光電二極體，包含：
一第一導電型半導體層；

一本徵層，設置於該第一導電型半導體層上，用以接收一特定波長的一光線後對應地產

生一光電流；

一第二導電型半導體層，設置於該本徵層之一中央區域上並裸露出環繞該中央區域外之

該本徵層之一外圍區域；及

一金屬矽化物層（Silicide），設置於該本徵層之該外圍區域之一邊緣，以減少穿過該邊
緣與該本徵層之一側壁而進入該本徵層之部分之該光線被該本徵層接收，其中該金屬矽

化物層之一深度不大於 1微米（µm）。
2.　如請求項 1所述之光電二極體，其中該金屬矽化物層中之金屬係選自於由鎳（Ni）、鉑
（Pt）、金（Au）、鈷（Co）、鉻（Cr）、釩（V）、鈦（Ti）、鎢（W）所組成之族群
其中之一。

3.　如請求項 1所述之光電二極體，其中該金屬矽化物層之一寬度實質等於該本徵層之該外
圍區域之二分之一寬度。

4.　如請求項 1所述之光電二極體，其中該本徵層之一厚度約 50至 70微米（µm）。
5.　如請求項 1所述之光電二極體，其中該本徵層係一 N型輕摻雜矽層，摻質為磷（P），
摻雜濃度為 1012~13 cm-3。

6.　一種光電二極體之製造方法，包含：
提供一第一導電型半導體層；

提供一本徵層，設置於該第一導電型半導體層上，用以接收一特定波長的一光線後對應

地產生一光電流；
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提供一第二導電型半導體層，設置於該本徵層之一中央區域上並裸露出環繞該中央區域

外之該本徵層之一外圍區域；及

提供一金屬矽化物層，設置於該本徵層之該外圍區域之一邊緣，以減少穿過該邊緣與該

本徵層之一側壁而進入該本徵層之部分之該光線被該本徵層接收，其中該金屬矽化物層

之一深度不大於 1微米（µm）。
7.　如請求項 6所述之製造方法，其中提供一金屬矽化物層之該步驟係進行金屬離子佈植與
擴散之一步驟。

8.　如請求項 7所述之製造方法，其中進行金屬離子佈植與擴散所使用之金屬係選自於由鎳
（Ni）、鉑（Pt）、金（Au）、鈷（Co）、鉻（Cr）、釩（V）、鈦（Ti）、鎢（W）
所組成之族群其中之一。

9.　如請求項 6所述之製造方法，其中提供一金屬矽化物層之該步驟係提供一寬度實質等於
該本徵層之該外圍區域之一半寬度之一矽化鎳層。

10.   如請求項 6所述之製造方法，其中提供一本徵層之該步驟係提供一厚度約 50至 70微米
（µm）之一 N型輕摻雜矽層、摻質為磷（P）、摻雜濃度為 1012~13 cm-3之一步驟。

圖式簡單說明

圖 1顯示外部光線射入傳統光電二極體結構後光線集中之示意圖；
圖 2顯示傳統光電二極體於理想狀態下及實際操作時感應線性度之示意圖；
圖 3顯示傳統光電二極體內部各位置感應線性度之示意圖；
圖 4顯示本發明一實施例中光電二極體之示意圖；及
圖 5顯示本發明一實施例中光電二極體之製程步驟示意圖。
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